
难削材高速度抛光 废液减少提升环保

ECMP

NEW Electro-Chemical Mechanical Polishing

新型电化学机械抛光设备 NEW-ECMP

第三代半导体抛光设备

SiC GaN



ECMP

研磨定盘(阴极)
离子传电型

固态复合材料衬垫

极微量
纯水系抛光液

(十几mL/min)

碳化硅衬垫
(阳极)

圧力

加工平台 加工原理

加工案例
碳化硅（4H-N SiC） 尺寸 : 4英寸（100mm）,厚度350μm

加工表面 : Si面
加工时间 : 6分钟

加工前表面粗糙度
Sa；26.4nm

加工后表面粗糙度
Sa；0.38nm
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材料出去率
MRR；10.5μm/Hr以上

洁芯半导体装备（深圳）有限公司
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